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緒言：有機薄膜上へ低抵抗な透明導電性酸化物電極を低ダメージで形成できるようになれば、有

機 EL や太陽電池などのデバイスの高効率化や透明性を利用した高機能化を進めることができる。

有機薄膜への酸化物透明電極製膜では、低ダメージプロセスとして対向ターゲットスパッタ法な

ど、プラズマに直接基板を曝さない製膜法の利用が注目されている。しかしながら、このような

低ダメージスパッタ法を用いて透明電極を製膜した場合にも、有機ＥＬ素子等において素子特性

大きな低下が観測されており、有機薄膜に何らかのダメージが生じていることが示唆される。我々

は成膜中の透明電極膜の応力が、有機デバイスの特性を大きく低下させるダメージ要因であるこ

とを明らかにしたので報告する。 

結果と考察：図１にフィルム基板上に対向ターゲットスパッタ法を用いて成膜した ITO(膜厚：100 

nm）の写真を示す。フィルムは ITO膜が堆積している側を外側に向けてカールしている。これは、

ITO 膜が圧縮応力を有することを示している。図２に ITO 膜を上部電極に持つシースルー有機Ｅ

Ｌ素子における、上部 ITO 電極の応力と素子特性の関係を示す。応力の低下と共に輝度が大幅に

改善されることが明らかとなった。これらの結果は、ITO膜の応力がデバイス特性低下の一因であ

ることを示しており、有機デバイスの透明化には、上部透明電極内の応力制御が不可欠であるこ

とが明らかとなった。 
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図1 フィルム基板上に成膜した

ITO(膜厚：100 nm）の写真。フ

ィルム基板の下側にITOを成膜

してある。 

図2  ITO膜を上部電極に持つシースルー有機ＥＬ

素子における、上部ITO電極の応力と輝度の関係 
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